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1 11.04.2002 
Halfgeleiderinrichting en werkwijze voor het vemaidigen ervan 



De uitvinding heeft betrekking op een halfgeleideriniichting vooreien van een 
drager met een eerste en een tegenqverjfggende tweede zijde, welke drager aan'de eerste zijde 
een eerste volgens een gewenst patroon gepatroneerde elektriach geleidende Iaag bevat, 
daanneeeen aantal onderiinge geTsoleerde aansluitgeleiders definierend, aan welke eerste 

5 zijde van de drager een halfgeleiderelement aanwezig is, dat voorzrien is van aansluitgebieden 
die met verbindingsmiddelen elektriscb geleidend verbonden z«n met de aansluitgeleiders 
van de drager, en dat omhuld is in een passiverende omhulling, die zich uitstrekt tot de 
drager, aan welke tweede zijde in de aansluitgeleiders contactvlakken gedefinieerd zijn voor 
plaatsing op een substraat. 

0 De uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen 

van een drager met een eerste en een tegenoverliggende tweede zijde, welke drager aan de 
eerste zijde een eerste volgens een gewenst patroon gepatroneerde elektriscb geleidende laag 
bevat, daarmee een aantal onderiinge geysoleerde aansluitgeleiders deflnigrend, welke drager 
voorts een tweede en een derde Iaag bevat 

5 De uitvinding heeft voorts betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen 

van een aantal half geleiderinrichtingen. die elk een halfgeleiderelement met aansluitgebieden 
bevatten, welke werkwijze de stappen omvat van; 

- het aanbrengen van het halfgeleiderelement aan de eerste zijde van een drager, waarbij 
met de verbindingsmiddelen een elektriach geleidende verbinding gevontnd wordt tussen 
de aansluitgebieden en de aansluitgeleiders van de drager; 

- het aanbrengen van een passiverende cmahulling; en 

- het separeren van de halfgeleideiinrichtingen. 



Een dergelijke halfgeleiderinrichting en dergeiyke werkwtfzen zijn bekend uit 
EP-A 1160858. De drager van de bekende halfgeleiderinrichting wordt vervaardigd door 
deze vanaf de eerste zijde te etsen tot hal verwege. De resulterende aansluitgeleiders strekken 
zich zodanjg uit, dat een gedeelte ervan zich door het halfgeleiderelement badekt wordt en 
een gedeelte niet. Op het niet-bedekte gedeelte wordt een additionele geleidende film 
aangebracht, waarbij bonddraden bevestigdknnnen worden. Deze bonddraden zijn de 
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verbindingsmiddelen tussen het halfgeleiderelement en de aanslijitgeleiders. Voor de definitie 
van de contactvlakken wordt, zoals getoond in Fig. 4C van het prior art document, een 
masker aangebracht, waama de drager tot een zekere diepte geStst wordt. De bekende drager 
bevat dria lagen van hetzelfde materiaal, zoals koper, aluminium of een nikkekij2erlegering, 
5 maar kan anderszins aluminium, koper en aluminium, als lagen bevatten. 



Het is een nadeel van de belcende halfgeleiderinrichting dat de heohtlng van de 

omhulling aan de drager onvoldoende is. 

is daarom een eerste doei van de uitvmding om een halfgeleiderinrft lnmg van On in de — 

TO — aarffieTg^o'emde~s5oiS^e^^ 

omhulling. 

Het eerste doel is daardoor bereikt dat de omhulling van de 
halfgeleiderinrichting mechanisch verankerd is in de aansluitgeleiders, waartoe de 
aansluitgeleiders voonrien zijn van zijkanten, waarin zlch uitsparingen bevinden. 

15 pe mechanische verankering in de halfgeleiderinrichting volgens de 

uitvinding verkregen wordt, zorgt voor een goede hechting tussen de omhulling en de drager. 
Bovendien is deze eenvoudig verkrijgbaar, bijvoorbeeld doordat dat de drager behalve de 
eerste laag een tweede en een derde laag bevat, waarbij de tweede laag een materiaal bevat 
dat etsbaar is in een etsmiddei dat de eerste en de derde laag substantial onaangetast laat 

20 Als verbindingsmiddelen kunnen bonddraden toegepast worden; in dat geval 

woidt het halfgeleiderelement met lijm op de drager bevestigd. Anderszins kunnen ook 
anisotroop geleidende lijm, bumps of soldeer toegepast worden, Deze verbindingsmiddelen 
hebben het voordeel dat ar in verhouding tot de bonddraden geen of weinig assemblage nodig 
is. In het bijzonder is het gunstig om bumps toe te passen, aangezien deze bumps, 

25 bijvoorbeeld van goud of een goudlegering zeer nauwkeurig geplaatst kunnen worden en 
geen verontreiniging van de aansluitgebieden van het halfgeleiderelement veroorzaken. 

In een gunstige uitvoeringsvonn bevatten de eerste en de derde laag van de 
drager Cu, terwijl de tweede laag aluminum of een nikkel-ijzeriegering bevat. Anderszins kan 
ook de eerste en de derde laag een nikkel-ijzeriegering bevatten en de tweede laag koper. Het 

30 wordt als minder gunstig beschouwd om de eerste en de derde laag in aluminium uit te 

vinden; dit heeft het nadeel dat draadbonden en platen op aluminium minder goede reaultaten 
geven. Het is een aanvullend voordeel Yan een drielaagsdrager ten opzichte van een 
tweelaagsdrager, dat krom trekken van de drager als gevolg van een verhittingsstap 
voorkomen wordt 
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In een andere uitvoeringsvorm bevat do drager elektrisch isolerende lagen, 
waarbij met behulp van via's elektrisch geleidende verbindingen van de eeiste zijde naar de 
tweede zijde van de drager gerealiseerd zijn. Een dergelijke uitvoeringsvorm van een 
multilaagssubstraat is in het bijsonder gunstig wanneer er passieve componenten in deze 
5 lagen ingebed fcunnea worden. Voorbeelden yan geschikte elektrisch isolerende lagen zijn 
bijvoorbeeld epoxy en siliciumofcide> 

Het halfgeleiderelement Is bij voorkeur een geintegreerde schakeling, maar 
kan anderszins een discrete halfgeleider zijn. Het kan voorts zijn, dat er behal vc het 
halfgeleiderelement een of meer andere elementen op het substraat aanwezig zijn. Dat 
10 kunnen actieve en passieve elementen zijn. 



Het is een tweede doel van de uitvinding om werkwijzen voorhet 
vervaardigen van een drager en voor het vervaardigen van een aantal halfgeleiderinrichtingen 
van de in de aanhef genoemde soort te verschaffen, die leiden tot een halfgeleiderfnrichting 
15 met verbeterde hechting. 

Het tweed© doel is daardoor bereikt dat de tweede laag geStst wordt in een 
etsmiddei dat de eerste laag en de derde laag substantieel onaangetast laat, zodanig dat 
onderets van de eerste laag optreedt, daarmee uitsparingen in de aansluitgeleiders vormend. 

Het derde doel is daardoor bereikt dat de drager verkrijgbaar met 
20 bovenstaande werkwijze volgens de uitvinding toegepast wordt en de passiverende omhulling 
op zodanige wijze aangebracht woxdt dat de omhulling zich uitstrekt tot in de uitsparingen 
gedefinieerd in de drager, 

De halfgeleidfirinrichting volgens de uitvinding wordt op eenvoudige wijze 
met de werkwijze verkregen. Het is daarbij gunstig, dat met de werkwijze volgens de 
25 uitvinding het niet noodzakelijk is om een lithografische stap uit te voeren nadat het 
omhullen van de halfgeleiderelementen plaatsgevonden heeft. Dat voordeel kan op 
verscheidene wijzen gerealiseerd worden. 

In een eerste uitvoeringsvorm wordt het patroon in de eerste laag gedefinieerd 
met behulp van stansen, waarbij openingen gevormd worden die sich uit&trekken van de 
30 eeiste zijde tot de tweede ztfde van de drager, De aansluitgeleiders biijven daarbij met een 
raamwerk in de drager verbondcn met behulp van sporen. Door de definite van de openingen 
hoef t de derde laag van de drager niet meer gepatroneerd te worden. Het etsen van de tweede 
laag kan hierbij op gunstige wijze plaatsvinden op natchemische wijze, door de drager in een 
bad met het etsnuddel onder te dorapelen, Wanneer de drager yervolgens wordt toegepast 
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voor het vervaardigen van de halfgeleiderinrichting, wordt deze bij het omhullen op eetn 
substraat geplaatet. Bij het separeren worden de sporen tussen de aansluitgeleiders en het 
raamwerk doorsneden. 



5 belangru'ke voordelen, Ten eerste kan deze drager op dezelfde wijze verwerkt warden als een 
standaard drager van een enkele foag koper, Tegelijkerttfd wordt wel een betere 
halfgeleiderinrichting verkregen, namelijk een inrichtlng die dunner is en zonder lateraal 
uitstekende sporen (Eng: leads) voor bevestiging op een substraat. Ten tweede kan het bad 
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vervaardlging van de drager. Met dese baden wordt met behulp van plating een NiPd(Au) 
laag aan de eerste zij de van de drager aangebracht Dit heeft als voordeel dat de bonddraden 
hierop uitstekend bavestigbaar zijn. Overigens kan een dergelijke hechtingslaag ook op 
andere wijjsse aangebracht worden. 

15 De drager volgens deze iritvoeringsvorm heeft bij voorkeur een dikte van 

tussen 0,05 en 0,2 mm, en bevat bij voorkeur een eerste en eon derde laag van koper en een 
tweede laag van aluminium of een nilckel-ijzeriegering; daarbij zijn de laagdikten van de 
eerste, de tweede en de derde laag van dezelfde orde. 



20 uitvoeringsvoim worden als verbindingsmiddelen geleidende draden toegepast; het blijkt met 
de huidige teehnieken namelijk niet mogelijk om in combinatie hiermee bump? of anisotroop 
geleidende lijm toe te passen. In dat geval zijn in de drager bovendien £6n of meer vlakken 
gedefinieerd waarop het halfgeleiderelement met lijm bevestlgbaar is. Dit vlak, 
respectievelijk deze vlafcken dienen daarbij tevens als heatsink. 

25 In een tweede uitvoeriagavonn wordt de drager aan de tweede zijde vooizieij 

van een etsmasker, dat bestand is tegen een hittebehandeling. Voordat het 
halfgeleiderelement en d© omhulling worden aangebracht, worden de eerste laag en de 
tweede laag met behulp van etsen vanaf de eerste zijde in patroon gebracht- De derde laag 
blijf t intact, zodat de drager niet uiteenvalt Na plaatsing en omhulling van het 

30 halfgeleiderelement wordt de derde laag of althans het oppervlak ervan gepatroneerd met 
behulp van het etsmasker, Hiermee worden aan het oppervlak wm de derde laag elektrisch 
geleidende contactvlakken gedefinieercL 



Voor de industriSle vcrvaardiging heeft deze uitvoeringj3Yoim enkele 




■twee d e- la ag — in- casu - bijvo eifee^hrfi sininiui^ of eeji nikkel- 



Bij het vervaardigen van de halfgeleiderinrichting met de drager volgens deze 
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Dese en andere aspecten van de halfgeleiderinrichting en de werkwljzen voor 
de vervaardiging van de drager en de halfgeleiderinrichting volgens de uitvinding zullen 
nader toegelicht worden aan de hand van figuren, waarln: 

Fig, 1 een schematische doorsnede van een eerste uitvoeringsvonn van de 
5 halfgeleiderinrichting tocmt; 

Kg, 2 een schematische doorsnede van een tweede uitvoeringsvonn van de 
halfgeleiderinrichting toont; 

Hg. 3 een jschematisch bovenaaflricht van de tweede uitvoeringsvonn toont; 
Kg. 4 een schematische doorsnede van een derde uitvoeringsvonn van de 
10 halfgeleiderinrichting toont; en 

Fig. 5~9 stappen in de werkwijzen voor vervaardiging van de drager en de 
halfgeleiderinrichting toont 

De figuren zy n niet op schaal weergegeven. GelijJce referentiecijfers verwijzen 
15 naar gelijke onderdelen. Alternatieve uitvoeringsvoimen zijn binnen de beschermingsonnvang 
van de conclusies raogeHjk. 

Fig. 1 toont een schematische doorsnede van de halfgeleiderinrichting 10, De 
halfgeleiderinrichting 10 bevat een halfgeleiderelement 20, die zich bevindt op een drager 30. 
De drager 30 heeft een eerste en een tweede zijde 1,2 en bevat een aantal aansluitgeleiders 
20 31, 32, 33. De aansluitgeleiders 31,32, 33 met zijkanten 3 zijn onderling geisoleerd door 
opeaingen 15, Tussende aansluitgeleiders 31,32,33 en aansluitgebipden 21 in het 
halfgeleiderelement 20 bevinden zich verbindingsmiddelen, die in dit geval bonddraden 22 
zijn. Het halfgeleiderelement 20 is in dit voorbeeld met een lymlaag 23 bevestigd aan de 
eerste zyde 1 van de drager 30. Het halfgeleiderelement 20 en de bonddraden 22 zijn 
25 ingekapseld door een omhulling 40. Deze omhulling 30 strekt zich uit tot in de openingen 15 
van de drager 30. 

Volgens de uitvinding bevinden zich in de zijkanten 3 van de aansluitgeleiders 
31,32,33 uitsparingen 16. Deze uitsparingen 16 zijn gevuld met de omhulling 40, waardoor 
de eerste laag 31 gedeeltelijk is ingektemd in de omhulling 40. Dit zorgt voor een 
30 mechanische verankering van de omhulling 40 in de drager 30, met een uitstekende hechting 
en mechanische sterkte als gevolg. Het is daarbij niet nodig om hechtingsverbeteiende 
middelen aan te brengen aan de eerste zijde 1 van de drager. Ook kan de eerste zijde 1 
geoptimaliseerd worden voor de plaatsing van het halfgeleiderelement 20 en de bonddraden 
22. 
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In deze uitvoeringsvoim is de drager 30 opgebouwd ult een eerste laag 11, een 
tweede laag 12 en een derde laag 13. De eerste laag 1 1 en de derde laag 13 bevatten in 
hoofdzaak koper en de tweede laag 12 bevat In hoofdzaak aluminium. Met behulp van etsen 
zijn de uitsparingen 16 in de tweede laag 12 gevormd 5 zoals nader toegelicht zal worden 
5 onder verwijzing naar de flguren 5-9, De drager 30 bevat voorts een toplaag 14 aan de eerste 
zijde 1 van NiPdAu of NiPdJDeze toplaag 14 is gewenst voor een goede hechting met de 
bonddraden 22. Zoals de vakman begrijpt, kan de toplaag 14 ook een ander geschikt 
materiaal bevatten. De derde laag 13 is door de openingen IS die doorlopen tot de tweede 
ZT jde v&tl de drager 30 gepatroneerd lot cajuacivlakkeu. De aansluitgcleidei 32 wordt d aarbq — 



10 — aairaarderverbonden-en-fungeert alsheatsink: 

Fig. 2 toont een tweede uityoeringsvonn van de halfgeleiderinrichting 10 in 
schematische doorsnede. Fig. 3 toont een schematisch bovenaanzicht van de tweede 
uitvoeringsvorm, waarbij de lijn A-A de doorspede van Fig. 2 aangeeft. De 
halfgeleiderinrichting bevat een drager 30 met een eerste laag 11, een tweede laag 12, een 

15 deide laag 13 en een toplaag 14. De drager 30 is gepatroneerd vanaf de eerste zijde onder 
vanning van openingen 15 en aansluitgeleiders 31-35. Dit is gebeurd met behulp van etsen, 
waarbij eerst de eerste laag 1 1 geetst is en vervolgens de tweede laag 12, onder vonnxng van 
de uitsparingen 16 in de 2ijkanten 3 van de aansluitgeleiders 31-35. Vervolgens is het 
halfgeleiderelement 20 met aansluitgebieden 21 verbonden met de aansluitgeleiders 31-35 

20 door verbindingamiddelen 22, in dit geyal bumps van Au. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een flip-chip techniek. Om te zorgen Yoor goed contact is de toplaag 14 van Sn aangebracht 
op de eerste laag 11 van Cu. Daarna is de omhulling 40 aangebracht Daarbij is een 
mechanische yerankering tot stand gebracht door dat de omhulling 40 zlch uitstrekt tot in de 
uitsparingen 16 van de drager. Vervolgens is de derde laag 13 gepatroneerd met behulp van 

25 een reeds aanwezig etsmasker, in het bijzonder een epoxymateriaal, zoals ook toegepast in 
laroinaten. Het etsmasker is daama verwijderd, met als resultaat dat de openingen 15 zich 
uitatrefclcen van de eerste aijde 1 tot de tweede zijde 2 van de drager 30. De openingen 15 
worden vervolgens ook gebruikt voor het separeren van de halfgeleiderinrichtingen 10. Dit 
heeft als aanvullend voordeel dat de mechanische veraxikering de aansluitgeleiders 31-35 

30 substantieel inkapselt De halfgeleiderinrichting 10 heeft bij voorbeeld een afmeting van 

ongeveer 1 bij 1 mm. De opening 16 heeft bijvoorbeeld een bieedte van 40-100 jam- De dikte 
van de eerste, tweede en derde laag 11-13 werd hierbij gekozen als 30 f*m, 40 f*m en 30pun. 

Fig. 4 toont een derde uitvoeringsvorm van de halfgeleiderinriobting 10 in 
schematische doorsnede. De derde uitvoeringsvorm is grotendeels overeenkomstig met de 
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tweede uityoeringsvonn. Het verschij betreft de drager 30, die in dit geval een passieve 
component 172 bevat. De drager 30 bevat daartoe behalve de eerste, de tweede en de derde 
laag 11,12,13, die elk elektrisch geleidend materiaal bevatten, een vierde laag 17 van 
elektrisch isolerend materiaal en een vijfde laag 18 van elektrisch geleidend materiaal. De 
5 vierde laag bevat volgens een gewenst patroon gedeelten 171, die een dielektrisch materiaal 
met een hoge dielektrische constante bevatten, bijvoorbeeld een materiaal op basis van 
bariumtitanaat met een specified en deyakman bekende composite. Dit materiaal is • • 

bijvoorbeeld m poedervorm aanwezig in de vierde laag 17, die voorts bijvoorbeeld een 
epoxy-materiaal bevat. De passieve componenten 172 zijn in dit geval condensatoren, maar 
0 kunnen ook weerstanden of spoelen zijn. Volgens de schematische figuur zijn de passieve 
componenten 172 in serie gesohafceld tussen de contactvlakken 18 en het halfgeleiderelement 
20. Dit is echter geenszins noodzakelijk. In plaats van de hier getoonde drager 30 op basis 
van laminaat of keramiek kan het ook zijn dat de drager 30 een passief netwerk is, 
bijvoorbeeld op een siliciumsubstraat 
► Fig. 5-9 tonen verscheidene stappen in de werkwijzen volgens de uitvinding, 

die leiden tot de eerste iritvoeringsvonn van de haMgeleiderinrichting 10, zoals getoond in 
figuur 1, De figuren 5,6 en 7 betreffen de werkwijze voor de vervaardiging van de drager 30. 
De figuren 8 en 9 betreffen de werkwijze voor de vervaardiging van halfgeleiderinrichtingen 
10. Het is een voordeel van de hier getoonde werkwijzen dat deze uitvoerbaar zijn, zonder 
dat na omhulling nog een Hthografische stap noodzakelijk is, terwijl tegeHjkertfjd de hecbfing 
met de omhulling 40 uitstekend is en de drager 30 v6dr de omhullingsstap niet niteenvalt, 
Figuur 5 toont de drager 30 na een eerste stap waarin een eerste laag 1 1 van 
Cu, een tweede laag 12 van Al en een derde laag 13 van Cu aan elkaar geheoht zijn. Het is 
mogelijk om daarbij uit te gaan van de tweede laag 12 en aan weerszijden een laag Cu aan te 
brengen. Anderszins kan de drager 30 gevormd worden door de lagen 11,12,13 aan elkaar te 
walsen, zoals gebruikelijk voor de vorming van iriJagen. Het walsen kan ook in twee stappen 
gebeuren. Het kan ook zijn dat uiteindelijk sen vier- of meerlaagsdrager gevormd wordt. De 
eerste, tweede en derde lagen 1 1,12,13 hadden in een eerste experiment een dikte van 70 iim. 
De dikte kan echter zonder meer variSren tussen 30 jjm en 1.0 mm, waarbij de dikte van de 
eerste, tweede en derde laag 11-13 niet gelijkhoeft te zijn. Wanneer de eepste laag 11 relatief 
dun is, heeft het de voorkeur om daarvoor een materiaal met een grate mechanische sterkte 
en etijfheid toe te passen, zoals bijvoorbeeld een nikkel-ijzerlegering. In combinatie daarmee 
kan dan voor de tweede laag 12 koper toegepast woiden. 
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Fig. 6 toont de drager 30 nadat met stansen openingen 15 aangebracht zijn van 
de eerste zijde 1 naar de tweede zijde 2 van de drager 30. Hiermee zijn de aansluitgeleiders 

-v ■ .*_ r 

31-33 gedefinieerd, met zijkanten 3. De aansluitgeleiders zijn op gebruikelijke wijze 
verbonden mei een raamwerk in de drager met behulp van niet-weergegeven sporen. 
5 Fig 7 toont de drager 30 nadat deze behandeld is in een aantal baden; als eerste 

is de drager 30 behandeld in een bad van een geconcentreerde oplossing van KOH gedurende 
3 minuten, waarbij de tweede laag 12 van AI geBtst wordt onder vorming van uiteparingen 
16. De uitsparingen hadden na die drie minuten een breedte van 70 j*m. Overigens is een 

brecdte - van4Q^Q - ^ - r e edg - vold Q ende^^ 

-IQ — verlcrijgen-Een-derffllijlcebi^dte-heeftbovendifi n ala vnor deBUjda 

geminiatoriseerd kunnen worden; voor een aansluitgeleider met een breedte van ongeveer 
100 pm, waarin aan twee zijkanten 3 uitsparingen 16 aangebracht worden, is de breedte van 
de uitsparing maximaal ongeveer 30 urn. Vervolgens is de drager 30 behandeld in een bad 
waardoor de eerste ztfde 1 van de drager voorzien wordt van een toplaag 14 van NiPd. De 
15 concentratie van het etsmiddel en de teniperatuur van het etsbad zijn hierbij instelbaar. In het 
bijzonder worden deze bepaald door de snelheid waannee de drager 30 door het bad gehaald 
wordt waarmee de NiPd toplaag 14 wordt aangebracht. 

Fig. 8 toont de drager 30, nadat halfgeleiderelernenten 20 met lijm 23 zijn 
bevestigd op de drager en bonddraden 22 zijn aangebracht tussen de aansluitgebieden 21 van 
20 de half geleiderelementen 20 en de aansluitgeleiders 3 1-33 . 

Fig. 9 toont de drager 30, die tijdelijk geplaatst is op een substraat 70, nadat de 
omhulling 40 is aangebracht op gebrttikelijke wijze. 
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CONCLUSIES: f ^ 



1. I^fgeleiderinrichting voorzien van een drager met een eerste en een 

tegenoverliggende tweede zijde, welke drager aan de eerste znde een eerste volgens een 
gewenst patroon gepatroneerde elektiisch geleidende laag bevat, daarmee een aantal 
5 onderlinge geisoleerde aansluitgeleiders definiSrend, 

aan welke eerste zijde van de drager een halfgeleiderelement aanwezig is> dat voorzien is van 
aansluitgebieden die met verbindfagsmiddelen elektriscb geleidend verbonden zijn met de 
aansluitgeleiders van de drager, en dat omhuld is in een passiverende orahulling, die zich 
uitstrekt tot de drager, 

10 aan welke tweede zijde in de aansluitgeleiders contactvlakken gedefinieerd zijn voor 
plaatsing op een substraat, 

met hat kenmerk dat de ombulling mechanisch verankerdis in de aansluitgeleiders, waartoe 
de aansluitgeleiders voorzien zijn van zijkanten, waarin zich uitsparingen bevinden, 

15 2. Halfgdeideainrichting volgens Conclusie 1, met het kenmerk dat de drager 

behalve de eerste laag een tweede en een derde laag bevat, waarbij de tweede laag een 
materiaal bevat dat etsbaar is in een etsmiddel dat de eerste en de derde laag substantieel 
onaangetast laat. 

\nr-r * tSvc. v - 

20 3. Halfgeleiderinrichting volgens Conclusie 1 of % met het kenmerk dat de 

openingen zich uitsttekken tot de tweede zijde van de drager. 

4. Halfgeleiderinrichting volgens Conclusie 1, met het kenmerk dat de 
verbindingsmiddelen bumps zijn, met welke bumps het halfgeleiderelement teven op de 

25 drager bevestigd is. 

5. Halfgsleidectotichting volgens Conclusie 2, met het kenmerk dat de eeiste en 
de derde laag Icoperbevatten en de tweede laag een materiaal bevat gekozen nit de groep van 
AlenNi-tfe. 
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6. Hklfgeleiderinfichtiug volgens Conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat de 

drager een aantal elektriseh isolerende en geleidende lagen bevat, in welke lagen ten minste 
66n passieve component ingebed is. 

5 7. Werkwijze voor het vervaardigen van een drager met een eerste en een 

tegenoverliggende tweede zijde, welke drager aan de eerste zijde een eerste volgens een 
gewenst patrootf gep'atroneeifiB elektriseh geleidende laag bevat, daarmee een aan^ 
onderlinge geTsoleerde aansliiitgeleiders definieiend, welke drager voorts een tweede en een 



15 



dei-dfelaagbevaL, 

T^trhetieenr^rk^lHie-^eede^ag-gee^ wordt in eeaJ^M el dat de eerste laag en de 

derde laag substantieel onaangetast laat, zodanig dat onderets van de eerste laag optreedt, 
daannee uitsparingen in de aansluitgeleiders vormend. 

8 Werkwijze volgens Conclusie 7, met het kenmerk dat het pateoon gedefinieerd 

wordt metbehulp van stansen, waarbij openingen gevormd worden die zich uitstrekken van 
de eerste zijde tot de tweede zijde van de drager, en waarbij de aansluitgeleiders met een 
raamwerk in de drager verbonden blijven met sporen. 



9 Werkwijze volgens Conclusie 7, met het kenmerk dat: 

20 de drager aan de tweede z^ 

hittebehandeling; 
- deeerstelaaggepatroneerdwordtmetbehulpvanetsen,en 

. de derde laag voldoende mechanische sterkte heeft zodanig dat de gevormde drager niet 
uiteenvalt en aan de tweede zijde een elektriseh geleidend oppervtak heeft. 

25 10 Werkwijze voor het vervaardigen van een aantal half geleiderinrichtingen 

bevatendeeenh^ 
stappen omvat van; 

30 met de we*wij*e volgens «a cto Conctoies 7-3. W Mrbij me. de veftindlngsnuddelen 
een eletaiseh geleidende vcAltxling gevoimd wetdt tuseen de eatuiMtgebieden en de 

aansliritgeleidera van de drager. 

. h e ta »ni™genvane«pa«iverendeo n ^^ 
tot io de ulrapariugen gedefiideeni in de drager. en 



%.c*iV ^uxr-^"^^ ^ 017 -il?04. 2002 ~17:21:3 



10 



M 1 



PHNL020327BE 

11 11.04.2002 

- het separeren van de halfgeleiderimichtingen- 

11. Werkwijze volgens Conclusie 10, met het Icenmerk dat da drager volgens 
Conclusie 8 toegepast wordt, waarbij: 

- als verbindingsmiddelen geleidende draden toegepast worden; 

- de drager bij het aanbrengen van de passiverende omhulling op een substraat asnwezig is; 

v Mi 

en 

- bij het sepaieren de sporen tussen de aansluitgeleiders en het raamwerk doorsneoen 
worden. 

12, Werkwjjze volgens Conclusie 10, met het kenmerk dat de drager volgens 
Conclusie 9 woidt toegepast, waarbij voorafgaand aan het separeren de tweede zijde van de 
drags* met een etsraiddel behandeld wordt, onderpationering van het elektrisch geleidende 
oppervlak van de derde laag, waama het etsmasfcer verwtfderd woidt 
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ABSTRACT; 



The semiconductor device (10) comprises a carrier (30) and a semiconductor 
element (20), s^ph asjtn intonated circuit. The carrier (30) has apertures (15),; herewith 
defining connecting conductors (31-33) having side faces (3). In the side faces (3) notches 
■ ( ■16 ) presfflit ^ ^ 



mechanically in the carrier (30). The semiconductor device (40) can be made in a process, 
wherein after the encapsulating stap no lithographic steps are necessary. 
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